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前  言

  GB/T5594《电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法》分为以下部分:
———气密性测试方法(GB/T5594.1);
———杨氏弹性模量 泊松比测试方法(GB/T5594.2);
———第3部分:平均线膨胀系数测试方法(GB/T5594.3);
———第4部分:介电常数和介质损耗角正切值测试方法(GB/T5594.4);
———体积电阻率测试方法(GB/T5594.5);
———第6部分:化学稳定性测试方法(GB/T5594.6);
———第7部分:透液性测定方法(GB/T5594.7);
———第8部分:显微结构测定方法(GB/T5594.8);
———电击穿强度测试方法(GB/T5594.9)。
本部分为GB/T5594的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T5594.4—1985《电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 介电常数和介质损耗

角正切值的测试方法》。
本部分与GB/T5594.4—1985相比,主要有下列变化:
———标准名称改为:“电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 第4部分:介电常数和介质损耗角

正切值测试方法”;
———增加了4.1介电常数测试和计算;
———删除了原标准测试夹具类型示意图中:a.尖形电极;b.尖对平板形电极。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由中国电子技术标准化研究院归口。
本部分起草单位:中国电子科技集团公司第十二研究所、中国电子技术标准化研究院、北京七星飞

行电子有限公司。
本部分主要起草人:曾桂生、李晓英、薛晓梅。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T5594.4—1985。
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电子元器件结构陶瓷材料

性能测试方法

第4部分:介电常数和介质损耗角

正切值测试方法

1 范围

GB/T5594的本部分规定了装置零件、真空电子器件、电阻基体、半导体及集成电路基片等用电子

陶瓷材料介电常数和介质损耗角正切值的测试方法。
本部分适用于装置零件、真空电子器件、电阻基体、半导体及集成电路基片等用电子陶瓷材料在频

率为1MHz,温度从室温至500℃条件下的介电常数和介质损耗角正切值的测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5593—2015 电子元器件结构陶瓷材料

GB/T9530—1988 电子陶瓷名词术语

3 术语和定义

GB/T9530—1988界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
介电常数 permittivity
ε
反应电介质介电性质的一个主要参数,由电介质构成的电容器的电容量与同样几何尺寸真空电容

器电容量的比值称为介电常数ε(无量纲)。

3.2
介质损耗角正切值 dielectriclossangletangentvalue
tanδ
电介质在交变电场作用下有功功率与无功功率的比值,是表征介质损耗的一个无量纲物理量。

4 测试原理

4.1 介质损耗的表示含义

陶瓷材料的介质损耗表示材料上通过交流电场时,产生电能损失的一种性质。也可以说材料接受

交流电场影响时,因极化或吸收现象的产生过程,所产生的一种电能损失。它有两种基本性质,即介电

常数ε和介质损耗角正切值tanδ。
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